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Ö NM1 Buff Ox./Nit : 159Å / 114Å

Ö GT SP HLD : 632Å

Ö ILD1 HLD1 Path : 161Å

Ö CSP Nit/ILD1 HLD2 : 72Å/42Å

Ö ILD1 Nit : 86Å

Ö Lox/NM1 Buff Nit : 88.3Å / 189.3Å

Ö GT SP HLD : 477Å
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Ö CSP Nit/ILD1 HLD2 : 145Å/0Å

Ö ILD1 Buff. Ox./Nit : 80Å/101Å
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